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Abstract not available for FR2550965 

Abstract of corresponding document: US4S20752 

A device for depositing a layer of polycrystalline 
silicon on a carbon tape comprises a bath of 
molten silicon through which the carbon tape is 
drawn vertically. Two semicircular channels are 
supported vertically in the vicinity of the edges of 
the tape with their concave side towards the tape. 
The channels are partially immersed in the bath 
so as to raise the level of its surface by capillary 
action. The device is applicable to the 
manufacture of solar cells. 
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Disposltif pour ddposar una coucha da ailielum polycristallln aur un niban da catbona. 



@ Le disposhif comporte un bain 2 de sificium fondu dans 
lequet on tire verticalement un ruban de carbone 4, at deux 
goulottes 15, 16 semi-circulaires maintenues verticalement par 
des supports 17. 18 du vdstnage des bords 1 1, 12 du niban 4 
de fapon que la concavitd des goulottes soit toumte vers ces 
bords, les goulottes 6tant partiellement plongtes dans le bain 
pour Slaver son niveau par capillarity 
Application h la rdalisation de photopiles solatres. 
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Dlsposltlf pour depoaer une oouohe de sillclum polyoristallin sur un 
ruban de carbone 

La presents invention concerne un dispositif pour deposer une 
couche de silicium polyoristallin sur un ruban de oarbonsy du type 

5 comportant un creuset oontenant un bain de silicium fondu, un ruban de 
carbone plonge au nioins partiellement dans le bain et traversant verti- 
calementy dans le sens de la longueur du ruban, la surface d'equilibre du 
bain, et des moyens pour deplaoer progreasivement le' ruban verticalement 
de bas en haut, de faQon a deposer ladite couche sur les faces du ruban* 

10 Dans un dispositif connu de ce type, decrit dsms le document FH-A- 

2386 359 le fond du oreuset oomporte une fine ouverture par laquelle le 
ruban pen^tre dans le bain et le traverse verticalement en circulant de 
bas en haut* 

Ce dispositif presente un inconvenient. On constate en effet que 
15 l*epaisseur de la couche de silicium deposee sur les faces du ruban 
decrolt rapidement lorsqu'on s»approche des deux bords lateraux du 
ruban. II en result e que la couche de silicium ddposee presente, le long 
de ees deux bords latSraux, respectivement deux bandes latSrales dont 
les oaracteristiques physiques sent detfiriorees par rapport a celles de 
20 la partie medlane de la couche. Ces bandes laterales sont pratiquement 
inutilisables notamment pour realiser des photopiles solaires. 

La presente invention a pour but de pallier cet inconvenient. 
Elle a pour objet un dispositif pour deposer une couche de silicium 
polyoristallin sur un ruban de carbone, du type specifie ci-dessus, 
25 caracterise en ce qu'il comporte en outre deux goulottes a section semi- 
circulaire et des supports sur lesquels sont fixees ces goulottes, les 
supports s'appuyant sur la parol du creuset pour maintenir verticalement 
les goulottes respectivement de part et d' autre des deux bords lateraux 
du ruban traversant le bain, la concavite des deux goulottes etant 
30 tourn^e vers les deux bords latSraux respectifs du ruban, ces goulottes 
etant partiellement plongees dans le bain de fa^on h &ever son niveau 
par capillaritS au voisinage des bords lateraux du ruban. 

Une forme particuliere d' execution de I'objet de la presente 
invention est decrite ci-dessous, ^ titre d'exemple, en reference au 
35 dessin annexe dans lequel 
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- la figure 1 est une vue dans I'espaee d'un disposltif oonnu coupe 
partlellement suivant un plan vertical 

- la figure 2 est une vue schematique montrant la forme de I'isotherme de 
cristallisation du silioium par rapport au niveau du bain, dans un dispo- 
aitif du type represente sur la figure 1, 

- la figure 3 est une vue en coupe transversals d'un ruban de earbbne 
revStu de silicium, obtenu par un proc6d4 connu utilisant le disposltif 
lUustrS par la figure If 

- la figure 4 represente dans l»espace un mode de realisation du dispo- 
sltif selon 1" invention, coupe partlellement suivant un plan vertical • 

- la figure 5 est une vue de dessus, en plan, du disposltif illustre par 
la figure 4, 

la figure 6 est une vue en coupe verticale du disposltif iUustr6 par 
la figure 4 

- et la figure 7 est un schfima montrant difflrentes formes d'isothermes 
de cristallisation qu'il est possible d'obtenir a I'aide du disposltif 
selon 1* invention. 

Sur la figure 1, est represent^ un creuset parallelfipipedique en 
silice 1 contenant un bain 2 de silioium fondu, Le fond du creuset 1 
comporte une fine ouverture lin^aire 3 4 travers laquelle passe verti- 
calement un ruban de carbone 4 qui sort du bain 2 en traversant sa 
surface d»6quillbre horizontale. La largeur de 1' ouverture est deter- 
minee pour que le menisque de raccordement du silioium liquide soit 
stable ^ana cette ouverture. Bien entendu le disposltif comporte, de 
plus, en pratique, des moyens de chauffage non representee disposes 
autour du creuset 1 pour maintenir le silioium a I'atat liquide. 

En fonctionnement, lorsque le ruban 4 se deplace dans le sens de la 
fleche 6, une oouehe 7 de silioium polycristallin se depose sur les deux 
faces du ruban i la sortie du bain. 

La figure 2 represente la forme de l^isotherme de cristallisation 
sur le ruban 4, c»est-4-dire la ligne de raccordement du menisque de 
silicium liquide avec la couche de sUicium deposfie. On volt que dans la 
partie mediane de la couche, cette ligne est pratiquement un segment de 
droite 8 horizontal situS au dessus du niveau 24 du bain. Par contra, 
dans les deux parties latfirales de la couche, cette ligne descend rapi- 
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deoent vers le niveau du bain pour former deux 4l6ments de courbe 9 et 10 
dont la conoavit4 eat toumee vers le bas. 

II en resulte que I'epalsseur de slllolum dIpoaSe decroit rapide- 
ment lorsqu'on s*approche des bords 11 et 12 du ruban* Cette decrolso 
5 sance est visible sur la figure 3$ dans les deux bandes latSrales 13 et 
14 des deux couches de slliclum dSpcsSes sur le ruban Lors du refroi- 
dissementt des oontraintes thermollastiquesy dues aux differences de 
coefficients de dilatation entre le slllolum et le carbone du ruban, se 
d^veloppent dans les couches de slllolum. Ces oontraintes augmentent 
10 lorsque I'epalsseur de slliclum dScrolt. Elles entrainent, dans les 
bandes laterales, la formation de microfractures qui peuvent se propager 
pendant les operations de decoupe qui suivent habltuellement le depSt 
des couches. 

D* autre party 1' incurvation de la llgne de raccordement dans les 

15 bandes laterales d4trult l*alignement des grains du slliclum deposit ce 
qui entraine une deterioration des proprietes electrlques des couches* 

Le dispositif represente sur les figures 1, 5 et 6 comports les 
memos elements que ceux du dispositif lllustre par les figures ^ h, 3$ ces 
elements etant dSsign^s par les memos r£f4renoe8. Sulvant une caracte- 

20 rlstlque de la prSsente Invention^ ce dispositif comporte, en outrey 
deux goulottes 15 et 16 a section semi-clrculaire. Ces goulottes peuvent 
etre formees» par exemplOy respectlvement par deux demi- tubes y resultant 
de la section d»un tube oirculaire par un plan axial. Les goulottes qui 
peuvent etre en quartz, sent fixees par leurs faces convexes, par soudure 

25 autogene, respectlvement sur des tlges en quartz 17 et 18 dont les extre- 
mitSs sent elles memes fixSes sur les bords des parols vertlcales du 
ereuset 1. Ces tlges permettent de malntenlr les goulottes 15 et 16 
vertioalement respectlvement de part et d* autre des deux bords late- 
raux 11 et 12 du ruban la coneavit6 de ces goulottes etant tournee 

30 vers ces bords. Les goulottes 15 et 16 sont partiellement immerg^es dans 
le bain 12, de fagon a elever son niveau, par capillarite, au voislnage 
des bords latSraux du ruban. Dans le dispositif lllustre par les 
figures 4 a 6, les goulottes 15 et 16 ont ete disposees par rapport aux 
bords du ruban de mani&re a obtenir une isotherme de cristallisation 19 

35 rectiligne sur touts la largeur du ruban 4 (voir figure 6). 
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II eat possible de controler la montfie caplllaire du slllcium 
liquide le long des goulottes en faisant varier les parametres 
sulvants : 

- dlam&tre Interleur des goulottes, 
5 - distance et orientation des goulottes par rapport aux bords du ruban. 

On voit ainsi sur la figure 7 qu'il est possible, en ajustant ces 

parametres, de relever I'isotherme de cristallisation sur les bords du 

ruban par rapport h la courbe 20 obtenue dans I'art ant^rieur, suivant 

des courbes telles que 21, 22 et 23. La ligne 21 toume encore sa conca- 
10 vitfi vers le niveau 24 du bain, alors que la ligne 22 est rectiligne et 

la ligne 23 pr£sente une legfere conoavite vers le haut. 

Le dispositif selon la presente invention presents les avantages 

suivants. II permet de rSaliser des depots de silicium sur un ruban de 

oarbone, ces depots ne prisentant pas les fractures qui apparaissaient 
15 dans I'art anterieur. De plus, la surface utile des depots est nettement 

augment^e. Enfln les propri^tes filectriques des couches de silicium 

deposees sont am6lior6es. 

Ce dispositif selon la presente invention peut Stre appliqu^ a la 

realisation d:e photopiles solaires. 
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BEVENDICATION 

Dlsposltif pour dfiposer une eouche de slllelum polyoristallin sur un 
ruban de carboney eomportant 

- un creuset contenant un bain de ailieium fondu, 

5 - un ruban de carbone plonge au moins partlellement dans le bain et 
traversant verticalement, dans le sens de la longueur du ruban » la sur- 
face d*equilibre du bain 

- et des noyens pour deplacer progressivement le ruban verticalement de 
bas en haut, de fagon k d^poser ladite couche sur les faces du ruban, 

10 caraeterise en ce qu'il oomporte en outre 

- deux goulottes (15 - 16) k section semi-circulaire 

- et des supports (17 - 18) sur lesquels sont fixSs ces goulottes, ces 
supports s»appuyant sur la parol du creuset (1) pour maintenir vertica- 
lement les goulottes respectivement de part et d'autre des deux bords 

15 lateraux (11 - 12) du ruban (4) traversant le bain (2), la concavitS des 
deux goulottes etant toumee vers les deux bords latSraux respectlfs du 
ruban, ces goulottes etant partlellement plongees dans le bain de fagon k 
elever son niveau par capUlarite i proximite des bords latSraux du 
ruban* 



20 



25S09<5 



1/3 




2550965 

2/3 



FIG.4 
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FIG.5 
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